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【手続補正書】
【提出日】平成23年1月14日(2011.1.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体ウェハのバンプ電極面に形成される半導体用接着組成物であって、（ａ）有機溶剤
可溶性ポリイミド、（ｂ）エポキシ化合物、（ｃ）潜在性硬化剤を含有し、（ｂ）エポキ
シ化合物が固形エポキシ化合物と液状エポキシ化合物を含有し、（ｂ）エポキシ化合物１
００重量部に対し（ｃ）潜在性硬化剤が１０重量部以上３５重量部以下であることを特徴
とする半導体用接着組成物。
【請求項２】
（ｃ）潜在性硬化剤がアミンアダクト型潜在性硬化剤をイソシアネートで処理したマイク
ロカプセル型潜在性硬化剤である請求項１記載の半導体用接着組成物。
【請求項３】
（ｂ）エポキシ化合物において、液状エポキシ化合物が全エポキシ化合物に対し、２０重
量％以上８０重量％以下であり、（ｂ）エポキシ化合物１００重量部に対し（ａ）有機溶
媒可溶性ポリイミドが１０重量部以上１００重量部以下である請求項１または２記載の半
導体用接着組成物。
【請求項４】
バンプ電極が形成された半導体素子を複数個形成した半導体ウェハの上に、請求項１～３
のいずれか記載の半導体用接着組成物を仮接着し、その後ダイシングにより個片化を行い
、個片化した半導体用接着組成物付き半導体素子を回路基板に搭載し、半導体素子上に形
成された電極と回路基板上の電極を直接接触させることで電気的接続を行う半導体装置の
製造方法。
【請求項５】
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請求項１～３のいずれか記載の半導体用接着組成物の硬化物を有する半導体装置。
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